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� 产品特点 

 
z 工作电压： 

Vcc = +1.8V~5.5V  

z 工作环境温度范围: -40℃~+85℃  

z 内部结构: 

K24C32, 4096 X 8 

z 两线串行接口 

z 输入引脚经施密特触发器滤波抑制噪声  

z 双向数据传输协议  

z 1 MHz (5V), 400 kHz (1.8V, 2.5V, 2.7V) 兼容  

z 支持硬件写保护 

z 32字节页写模式 

z 支持分区页写 

z 写周期内部定时（最大5mS） 

z 高可靠性： 

写次数：1，000，000次 

    数据保存：100年 

z 符合RoHS要求的PDIP8、SOP8、TSSOP8封装 

 

� 产品简介 

 
K24C32是32768位的串行电可擦除只读存储器，内部为4096个字节，每个字节8位。该芯片被广泛应用于低电

压及低功耗的工商业域。  

 

 

� 引脚说明 
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� 引脚描述  

 
z 表1: 引脚说明  

 
器件/页 地址引脚: 

K24C32无器件地址引脚。在一个总线上只能寻址一个32K器件。 

 

串行数据输入/输出引脚： 

SDA引脚可实现双向串行数据传输出。该引脚为开漏输出，可与其它多个开漏输出器件或开集电极器件线或连

接。 

 

串行时钟信号引脚： 

在SCL输入时钟信号的上升沿将数据送入EEPROM器件，并在时钟的下降沿将数据读出。 

 

写保护引脚： 

K24C32提供一个硬件脚位来保护数据。当引脚接GND时，允许正常的读写操作，当引脚接VCC时，被写保护区

域如表2所示。 

 

表2: 写保护 

保护脚位状态 K24C32 

接Vcc 全保护（32K） 

接GND 正常读/写工作 
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� 结构框图 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

� 存储容量  

 
K24C32, 32k EEPROM:  

内部由256页构成，每页32个字节，32K EEPROM需要12位的地址字节来寻址。 

 

� 器件操作  
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时钟及数据传输:  

SDA引脚通常被外围器件拉高。SDA引脚数据只在SCL为低电平时变（参见图1）；当数据在SCL为高时变化，将

视为下文所述的一个起始或停止命令。 

 

起始条件: 

当SCL为高时，SDA由高到低的变化被视为起始命令，任何一次读/写操作必须以起始命令作为开始（参见图2）。 

 

停止条件:  

当SCL为高时，SDA由低到高的变化被视为停止命令，在一个读操作后，停止命令会使EEPROM进入等待态低功

耗模式（参见图2）。 

 

应答:  

所有的地址和数据字节都是以8位为一组串行输入和输出的。每收到一组8位的数据后，EEPROM都会在第9个时

钟周期时返回应答信号。每当主控器件接收到一组8位的数据后，应当在第9个时钟周期向EEPROM返回一个应

答信号。收到该应答信号后，EEPROM会继续输出下一组8位的数据。若此时没有得到主控器件的应答信号，

EEPROM会停止读出数据，直到主控器件返回一个停止命令来结束周期。 

 

等待模式:  

K24C32特有一个低功耗的等待模式。可以通过以下方法进入该模式：（a）上电（b）收到停止位并且结束所

有的内部操作后。 

 

器件复位: 

在协议中断、下电或系统复位后，器件可通过以下步骤复位： 

1. 连续输入9个时钟。 

2. 在每个时钟周期中确保当SCL为高时SDA也为高。 

3. 建立一个起始条件。  

z 图1：数据有效时序图 

 
z 图2：起始与停止命令定义  
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z 图3：输出应答  

 
 

� 器件寻址  

 
在接到起始命令后，K24系列芯片需要一个8位的器件地址来启动一次读/写操作（参见图3）。 

 

地址字节的前4位最重要，这4位是由一个固定的1、0顺序组成的，如图所示，所有这些EEPROM器件地址的前4

位都相同。 

 

32K容量的EEPROM不使用任何器件地址位，因此这3位都用来作为存储器页地址位。 

32K EEPROM器件地址作为页地址的位应该作为整个数据地址的最高位。 

 

器件地址的第8位是读/写选择位，该位为高则启动读操作，为低则启动写操作。 

 

如果器件地址正确匹配，EEPROM将应答一个“0”；否则，芯片将返回等待模式。 
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� 写操作 

 
写字节： 

在输入器件地址并得到一个EEPROM应答后，需要两个8位数据地址来进行写操作；EEPROM收到数据并再次返回

应答信号后，时钟会把前8位数据送入EEPROM；接到这8位数据后，EEPROM返回应答信号，并且主控器件在收

到停止命令后结束写操作。这时EEPROM进入内部定时的写周期（非易失性寄存器的写时间），Twr。所有的输

入操作在该写周期内均无效，而且只有在写周期结束后，EEPROM才会对操作指令做出应答（参见图5）。 

 

页写： 

32K器件能实现32字节页写。 

页写操作与字节写操作的启动方式基本相同，不同的是，在时钟送入第一组数据并得到EEPROM应答后，主控

器件不是发出停止命令，而是继续发送其余31组数据，每收到一组数据EEPROM都会返回应答信号。主控器件

必须以停止命令来结束页写操作（参见图6）。 

每接收一组数据，数据地址的低四位会在内部自动递加。数据地址的高几位不会变化，保持存储器的页地址

不变，当内部产生的数据地址达到页边界时，数据地址将会翻转，接下来的数据的写入地址将被置为同一页

的最小地址。如果有超过32组数据被送入EEPROM，数据地址将回到最先写入的地址，先前写入的数据将被覆

盖。  

 

应答轮询:  

一旦主控器件启动内部定时写周期并且EEPROM输入被禁止，便可进行应答轮询。该过程包括发送一个带有器

件地址的起始命令。读/写位由需要进行的操作决定。当内部写周期结束，EEPROM返回应答信号后，主控器件

即可执行下一个读/写命令。 

� 读操作  

 
除了器件地址中的读/写位被置为“1”外，读写操作与写操作基本相同。共有三种读写操作：当前地址读、

自由读和连续读。 

 

读当前地址： 

内部数据地址计数器保留最后一次访问的地址，并自动加1。只要芯片处于上电状态，这个地址在操作运行期

间始终有效。在读写操作中，如果从存储器的最后一页的最后一个字节开始读，则读下一个字节时的地址将

会翻转到整个EEPROM的最小地址；在写操作中，如果从当前页面的最后一个宽限开始写，则写下一个字节时

地址将翻转到同一页内的最小地址。 

一旦时钟将读/写位为“1”的器件地址送入，并得到EEPROM应答后，就会串行输出当前地址的数据。主控器

件不对EEPROM返回应答信号，而是产生一个紧随的停止命令。（参见图7） 

 

自由读： 

自由读需要通过假的字节写操作来获得数据地址。一旦器件地址和数据地址字节被时钟送入并得到EEPROM的

应答后，主控器件必须产生另一个起始命令。主控器件通过发送一个读/写选择位为高的器件地址来开启一次

当地址读。EEPROM对器件地址做出应答后由时钟串行输出数据。主控器件不对数据传输返回应答信号，而是

产生一个紧随的停止命令（参见图8）。 

  

连续读： 

连续读由一个当前地址读或自由读启动。主控器件收到一组数据后应当返回应答信号。EEPROM每接收到一个

应答信号，数据地址将被自动加1，并且将串行下一组数据。当32K器件达到存储器的最大地址时，数据地址

将翻转到最小地址，并且继续进行连续操作。主控器件不发出应答信号，而是产生一个紧随的停止命令来结

束连续读操作。（参见图9） 
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z 图4 器件地址 

 
 

 

z 图5：写字节 

 
 

z 图6：写页面  

 
 

 

 

 

 

 
z 图7：读当前地址 
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z 图8：自由读  

 
 

z 图9：连续读 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 电气特性  
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z 极限参数 

直流供电压⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-0.3V~+6.5V 

输入/输出电压⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯GND－0.3V ~Vcc+0.3V 

工作环境温度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-40℃ ~+85℃ 

存储温度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯－65℃ to  +150℃  

 

z 备注 

如果外加条件超过“极限额定参数”的额定值，将会对芯片造成永久性的破坏。这些仅是外加条件的极

限额定参数，本说明书中正常工作条件下的功能和性能参数并不适用于这些极限条件或其它任何超过本

说明书标明的正常工作条件外的情况。长时间牌极限条件下，将影响器件的可靠性。 

 

� 直流电气特性 

 

z 工作温度: TA = -40 。C to +85 。C, VCC = +1.8V to +5.5V (unless otherwise noted)  

 
 

� 引脚电容 

 

z TA = 25 。C, f = 1.0 MHz, VCC = +1.8V  
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� 交流电气特性 

  

z 工作温度 = -40。C to +85。C, Vcc = +1.8V to +5.5V, CL = 1 TTL门 and 100pF (unless otherwise 

noted) 
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� 总线时序  

 
z 图10: SCL: 时钟线, SDA: 数据线 

 
 

� 写周期时序  

 
z 图11: SCL: 时钟线, SDA: 数据线  
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� 封装 

 
1. TSSOP 
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2. SOP 
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3. DIP 

 
  

� 产品代码 
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